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parcial de amoénia. Nas medidas de espectroscopia no
visivel ndo observamos varia¢ao apreciavel no gap de
Tauc e Ep4 (energia do fotén correspondente a um coe-
ficiente de absorcdo do filme de 10* cm™!) do material.
Nos espectros de transmissdo no infravermelho nao se
observou presenca de modos de vibracao associados a
ligacGes com o nitrogénio, isto é, Ge-N e N-H; também
foi determinado a concentracdo do hidrogénio ligado ao
germanio, em torno de 6% obtidos através da banda de
vibracao Ge-H wagging.

Caracterizagao de camadas epitaxiais de
compostos III/V usando difracao de raios-X
Souza, C. F. pE; CArvALHO JR, W. DE
CPqD - TELEBRAS, Campinas, SP

A fabricacdo de dispositivos optoeletronicos de alto de-
sempenho, tais como lasers de emissao monomodo, la-
sers sintonizaveis, etc., exige que as interfaces entre
as diversas camadas de material semicondutor sejam
abruptas e com baixa densidade de defeitos. Neste
trabalho foram estudadas heteroestruturas de com-
postos IIT/V, crescidas por MOCVD, usando difra-
tometria de raios-X de duplo cristal (DDC). A pre-
senga de interfaces na estrutura cristalina faz surgir os-
cilagdes periddicas ao redor do pico de difragdo, devido
a fenémenos de interferéncia entre os feixes difratados.
O estudo destas oscilagbes permite avaliar a qualidade
cristalina do material e da interface, além de possibili-
tar a medida das espessuras das camadas. Serdo apre-
sentados resultados de DDC em estruturas de InP/InP,
InP/InGaAs, e InP/InGaAs/InP. Com esta técnica foi
possivel identificar quebra de estequiometria nas inter-
faces InP/InP durante o crescimento, localizar falhas
no sistema de distribui¢do de gases do reator e otimizar
as condigoes de crescimento para obtengao de interfaces
de boa qualidade.

MODIFICAGAO DO HABITO DE CRISTAIS
DE TGS DOPADOS COM LITIO
ManoEL, E. R.; HERNANDES, A. C.; ANDREETA, J.
B.

Universidade de Sdo Paulo, IFQSC, DFCM

O cristal de sulfato de triglicina (TGS) tem sido am-
plamente estudado devido as suas propriedades fer-
roelétricas, as quais o tornam de grande importancia
tecnoldgica para aplicagdes em detetores de radiacdo
infravermelha. O cristal possui um plano de cliva-
gem perpendicular a dire¢ao [010]. Estes cristais sdo
crescidos em solu¢do aquosa através do abaixamento
lento da temperatura ou da evaporagdo do solvente
em condi¢oes isotérmicas. Neste trabalho apresenta-
remos um estudo sistemdtico da morfologia (habito)
dos cristais de TGS:Li obtidos através da evaporacao
isotérmica do solvente. Este estudo permite-nos deter-
minar as condi¢es dtimas para o crescimento destes

cristais com uma grande area superficial da face (010),
que é importante para a confec¢ao dos detetores de in-
fravermelho. Os resultados de indexacao das faces cris-
talinas mostraram que existe uma forte alteracido da
morfologia dos cristais e que o tamanho da face (101),
em relacdo & (001), é inversamente proporcional & con-
centracao de litio na solugao.

OTIMIZACAO DO PROCESSO DE
CRESCIMENTO DE FIBRAS
MONOCRISTALINAS DE LiNbOj3 E LiTaOj3
PELA TECNICA LHPG
ANDREETA, M. R. B.; HERNANDES, A. C.; LiMA,
C. J. DE; ANDREETA, J. P.
Universidade de Sdo Paulo - IFQSC - DFCM

A técnica de preparacao de fibras monocristalinas
(FCM) por fusdo a laser (LHPG) é considerada uma
das mais importantes técnicas de crescimento de cris-
tais Oxidos e preparagdo de novos materiais. FMC
tem sido utilizadas, com bastante sucesso, na substi-
tuicdo de cristais volumétricos em diferentes aplicacoes,
tais como: geracao de segundo harmonico, registro ho-
logréafico, componentes ativos de minilasers do estado
solido, guias de onda, entre outras. Recentemente
o Grupo de Crescimento de Cristais implantou essa
técnica de puxamento e ja produziu mais de uma cen-
tena de FMC de compostos éxidos, com diametro de
até 250 pm. No entanto, estas fibras apresentavam flu-
tuacdes em diametro da ordem de 3%. Neste trabalho
apresentamos um sistema bastante simples para o con-
trole de diametro de FMC de LiNbQO3 e LiTaO3 durante
o crescimento, bem como uma discussdo sobre as me-
lhores condigoes de crescimento destas fibras. Com este
sistema nos foi possivel obter FCM de até 3 cm de com-
primento com uma flutuagao em diametro de até 0,8%.
Um estudo sistematico da densidade de deslocagoes e
da orientagdo dos dominios ferroelétricos em func¢ao do
comprimento das fibras sera apresentado.

E. CRESCIMENTO DE FLUORETOS EM
ATMOSFERA REATIVA PELO METODO
BRIDGMAN ESTATICO
BusTAMANTE, A. N. P.; SaNTO, A. M. DO E;
BaLpocHl, S. L.; MoraTo, S. P.
IPEN/CNEN-SP

Em presenca de vapor de dgua um fluoreto pode
perder parte de seus ions de fluor, sendo os mes-
mos substituidos por ions OH™, com a liberagdo de
moléculas de acido fluoridrico gasoso (MFs + xH,0
—— MF;_,(OH), + xHF). A presen¢a déstas impure-
zas, mesmo em baixas concentra¢oes pode levar a de-
gradacao das propriedades dpticas e mecanicas de cris-
tais de fluoretos. Para evitar a ocorréncia desta con-
taminacao realiza-se, em geral, o processamento de flu-
oretos em presenga de acido fluoridrico ou atmosferas
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reativas equivalentes obtidas pelo uso de reagentes, tais
como, o difluoreto de aménia (NH4HF3) ou o tetraflu-
oreto de carbono (CF4). Neste trabalho construiu-se
1 um sistema Bridgman estatico para crescimento de pe-
quenas amostras (15 x 40 mm) de fluoretos de alta
pureza. O sistema é composto por um forno resistivo,
um tubo de niquel com flange de monel e uma linha de
cobre para entrada e saida de gis. O mesmo pode ope-
rar em temperaturas até 900°C, em atmosfera reativa
(HF, NH4HF; ou CF4). O cadinho foi confeccionado
em grafite, na geometria apropriada (fundo conico), po-
dendo ser selado; carateristica especialmente ttil para
o crescimento de cristais dopados com materiais que
apresentam alta pressido de vapor. Neste trabalho apre-
sentaremos os detalhes da construgdo do sistema e os
resultados preliminares de crescimento de monocristais
fluoretos. Este trabalho estd sendo desenvolvido com
apoio FAPESP.
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L r PURIFICACAO E CRESCIMENTO DE
; MONOCRISTAIS DE BaLiF3:Ni
SANTO, A. M. po E.; BaLpocHI, S. L.; FERREIRA,
V.; MoraToO, S. P.
IPEN/CNEN-SP
Martos, J. po R.
IQUSP

Pesquisas realizadas na dltima década demonstraram
claramente o potencial de cristais isolantes dopados com
fons metais de transi¢io como cristais laser para siste-
mas sintonizaveis na regido espectral do infravermelho.
O BaLiFs é uma perovskita cibica invertida e um cris-
tal laser em potencial quando dopado com fons de me-
tais de transicdo. O objetivo deste trabalho é o estudo
da preparacio de cristais de BaLiF3 dopados com Ni,
com qualidade éptica e cristalina para aplicagoes laser.
Para estudo da sintese e purificagdo dos compostos base
(BaFs, LiF, NiF5 e BaLiF3) utilizamos um hidrofluori-
nador e um sistema de refino por zona disponiveis no
laboratério. Estes sistemas, entretanto, foram parcial-
mente reformados, sendo a camara de reagdo de pla-
tina substituida por um tubo flangeado de niquel. A
caraterizacdo dos compostos obtidos estd sendo reali-
zada através de medidas de espectrografia de emissao,
difracdo de raios-X e termogravimetria. Para cresci-
mento dos cristais utilizamos a técnica de crescimento
Czochralski, sendo obtidos cristais com concentragoes
entre 0.2 a 0.8 mol%, na dire¢do [111]. A concentragao
de dopante foi determinada através de espectrografia
de emissdo e andlise por ativacdo. Curvas de intensi-
dade de difracdo de néutrons, obtidas pelo método do
cristal girante, mostraram que os cristais dopados com
niquel apresentam étima qualidade cristalina. Apoio
FAPESP.
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POCOS QUANTICOS DE
IN0,15Ga0,85As/GaAs COM DOPAGEM
PLANAR DE Si NO CENTRO
CESCHIN, A. M.; Quivy, A. A.; SoArgs, J. A. N.
pE T.; LimA, A. P.; LEITE, J. R.

LNMS - Depto.Fis.Mat.e Mec. - Instituto de Fisica da
USP - Sdo Paulo, SP

Apresentamos pela primeira vez um estudo de foto-
luminescéncia (PL) e fotorefletancia (PR) de pogos
quanticos de Ing 15Gag.s5As/GaAs com dopagem pla-
nar (delta doping) de Si no centro. As amostras fo-
ram crescidas sobre substratos de GaAs (100) semi-
isolantes e consistem de uma camada tampao (buffer)
de GaAs de 700 nm (crescida & velocidade de 1pm/h),
uma barreira de GaAs de 50 nm, um pogo quantico
de Ing 15Gao.ssAs/GaAs com dopagem planar de Si no
centro e uma barreira de 50nm de GaAs. Toda a es-
trutura foi crescida a baixa velocidade (0.30um/h para
o GaAs e 0.36um/h para o InGaAs). A largura dos
pocos e a concentragao de Si no centro do pogo varia-
ram de 60 A a 200 A e de zero (pogo quéntico simples)
até 10'® cm~2 (pogo muito dopado) respectivamente.
Todas as amostras foram investigadas pelas técnicas de
(PL) e (PR). O espectro obtido por PL a 77 K mostra
um alargamento da linha de emissao para os pogos com
dopagem planar de Si em comparagéo ao pogo nao do-
pado: quanto maior a concentragdo mais larga é a linha
de emissido. Também observou-se um deslocamento da
linha de emissdo para as energias mais altas quando a
concentracio de Si aumenta. No espectro de PR foi ob-
servado claramente os sinais advindos da regiao de do-
pagem planar, abaixo do gap do GaAs e nio observou-se
as estruturas normalmente encontradas em espectros de
amostras com pocos de InGaAs sem dopagem planar.

ALANINE: GROWTH AND PROPERTIES
VARELA, A. T.; Nungs, F. D.; R. JUNIOR, J. J;
MENDES FiLHO, J.; MELO, F. E. DE A.; MOREIRA,
J. E.pE C.
UFC

The manipulation of light by electrical or all-optical me-
ans, the shifting of light wavelenght are examples of no-
nlinear effects with promising applications in telecom-
munication and other fields. These applications have
demanded search for new optical materials with large
optical nonlinearities. Organic materials have long been
canditates for use in nonlinear optical devices. The
large variety of organic materials has permitted a long
list of atractive materials; however up to now no one
can be considered as ideal to this or that application.
Among the organics the single crystals have presented
potentialities as second harmonic generators, downcon-
version, electrooptic switching. On the other hand the
existence of problems with their structural organiza-
tion, presence of defects, handling and others require



